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RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar as propriedades eletroquimicas e
elétricas de eletrodos de diamante micro- e nano-cristalinos dopados com boro (BDD)
produzidos por deposicdo quimica a fase vapor. Os filmes foram crescidos por
aproximadamente 16 horas em uma atmosfera composta de um mistura gasosa que
consiste em 98,5% de hidrogénio e 1,5% de metano, sob a pressdo de 40 Torr para
eletrodos micro cristalinos. Para eletrodos nano-cristalinos, os filmes foram crescidos
durante 8 horas e uma mistura gasosa com 90% de hidrogénio e 10% de metano, sob
mesma pressdo. Para ambos procedimentos, duas concentracdes de boro, 2.000 a
20.000 ppm, foram utilizadas, tendo como fonte uma solucéo de trimetilborato diluido
em metanol aquecida em banho-maria a 30°C. Foram utilizados cinco filamentos retos
de tungsténio com espessura de 125 um e 2,5 cm de comprimento. Os filamentos foram
mantidos a uma temperatura de aproximadamente 2200°C. Os filmes foram crescidos
em substratos de silicio a uma temperatura de 800°C. A caracterizagdo morfoldgica e
estrutural dos filmes foi analisada através da Espectroscopia Raman, Microscopia
Eletronica de Varredura (MEV), Raio X e Mott-Schokty Plot. A técnica de
espectroscopia por espalhamento Raman tem sido amplamente utilizada na
caracterizacdo de materiais. Através desta técnica € possivel identificar as fases de
carbono diamante e ndo diamante presentes nos filmes depositados, bem como avaliar a
qualidade destes filmes em relacdo ao crescimento de diamante cristalino e também os
diferentes niveis de dopagem alcancados. Por meio da técnica de MEV ¢ possivel
caracterizar morfologicamente os filmes, identificando fissuras, delaminagdes e o
comportamento estrutural dos filmes em relagcdo a sua dopagem. Analisando a Difragao
de Raios-X pode-se obter informagdes relacionadas a estrutura cristalina e as
propriedades do material. Por meio desta técnica ¢ possivel identificar as orientagdes
cristalograficas de um material policristalino e determinar as quantidades relativas das
mesmas pelas intensidades relativas dos picos de difragdo e assim determinar a
orientacdo preferencial de crescimento. Através dos resultados obtidos em Mott-
Schokty Plot, pode-se estimar a concentragdo de portadores incorporado nos filmes.
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